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 酸化ガリウム(Ga2O3)はバンドギャップ値が約 5.0 eVと非常に大きく、近年、深紫外光検出器や

高耐圧パワーデバイスへの応用を目指した研究が進展している。 我々は低コストな sapphire 基

板上に成長するコランダム構造酸化ガリウム(-Ga2O3)を用いたデバイス応用について研究してい

る。 これまでに m 面 sapphire 基板上への-Ga2O3薄膜の成長や電気特性について報告し、最大

で 80 cm
2
/Vsという c面 sapphire基板上の-Ga2O3薄膜で報告された移動度よりも大幅に大きな移

動度が得られる事を示してきた[1]。 現状の-Ga2O3薄膜の電気特性は結晶欠陥の影響が大きく、

大幅な移動度の向上は-Ga2O3 薄膜中に生じている結晶欠陥種が m 面 sapphire 基板上と c 面

sapphire 基板上の-Ga2O3薄膜で異なるためと考えられる。 したがって m面 sapphire 基板上と c

面 sapphire基板上の-Ga2O3薄膜中の結晶欠陥種を比較することで、移動度低下の原因となる欠陥

種を特定することができる。 本発表では m 面 sapphire 基板上の-Ga2O3薄膜中に生じている結

晶欠陥の評価のために行った TEM観察の結果について述べる。 

 図 1、2にそれぞれ c軸方向、a軸方向から見た m面 sapphire基板上-Ga2O3薄膜の断面 TEM観

察像を示す。 c 軸方向から観察した図 1 においては基板と垂直方向に転位線が伸びており、一

方で直行する a 軸方向から観察した図 2 においては基板から約 58
o傾いた方向に転位線が伸びて

いる。 したがって転位は基板に垂直の方向から c 軸方向に約 58
o傾いた方向に伸びており、こ

の角度が-Ga2O3の m面と(10-15)面との傾きに相当することから、転位は-Ga2O3の(10-15)面上を

走っている事が分かった。 また図1,2の画像からKehの方法を用いて算出した転位密度は約 1 × 

10
10

 cm
-2であった。 当日は二波回折を用いたより詳細な TEM解析の結果についても述べる。 
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Fig.1 Cross sectional TEM image of -Ga2O3 

film on m-plane sapphire substrate viewed along 

c-axis 
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Fig.2 Cross sectional TEM image of -Ga2O3 

film on m-plane sapphire substrate viewed along 

a-axis 
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